
The Art of
Second Edition

A N A L O G  L A Y O U T
X

IB

w
VZn ■*

|  •■+*

«:• W*' •• •

1 m m m

•r—! • r m J / j ;

•B• ;# • »
vss

m

• > * ’ • ■ •
•

MN '' • * • •

« /, 
•«

• *• *■ £*r

ft M• -/< .'
• m  . ■ «• •

N2

jr

S 5 E .....

tíwí
.  V r ? - *

m

l-.a

B: /Hr » U rHHL . -

H'll Ml I Vu • Vlv\*. tIH  * V* •

*
I ' A D  XV*< I. «y¡#
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